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그림 1 다양한 Wearable 센서
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그림 3 이미지 센서 CCD와 CMOS의 구조 
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그림 4 CMOS 센서의 구성
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그림 5 현재 상용화되어 있는 TFT 물질들과 MoS2 특성 비교
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그림 6 현재 상용화되어 있는 포토다이오드 물질들과 MoS2 특성 비교
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그림 7 TMD 물질들의 밴드갭11
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 그림 8 도체, 반도체, 부도체의 밴드갭 에너지
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그림 9 PN 접합 포토다이오드
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그림 10 PIN 포토다이오드의 구조 및 동작 원리
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그림 11 APD 포토다이오드의 구조 및 동작 원리
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그림 12  JFET의 구조 및 동작 원리
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그림 13 n type MOSFET 구조 
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그림 14 증가형 MOSFET 구조
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그림 15 공핍형 MOSFET 구조
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그림 16 소스 드레인에 따른 TFT 구조
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그림 17 흑연과 그래핀의 격자 구조 
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그림 18 그래핀의 응용 연구 분야 및 시장 동향
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그림 19 다양한 TMD 물질들의 밴드갭 에너지18
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그림 20 MoS2의 결정 구조
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그림 21 layer에 따른 밴드갭 에너지 구조
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그림 22 리소그래피를 이용한 MoS2의 합성 방법 
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그림 23 CVD 내부 핵성장 및 박막 성장 메커니즘



- 27 -

그림 24 온도 변화에 따른 핵 성장 및 연속적인 박막 성장
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그림 32 (a) NaOH를 촉매제 및 (c) spin coating하여 성장한 MoS2 
광학현미경 이미지의 라만 스펙트럼 (b),(d)
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그림 33 
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그림 34 
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 그림 35 
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그림 36 
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그림 37 
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그림 38 
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그림 39 
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그림 40 동일한 성장 조건에서 NaCl 양에 따른 grain size 변화 
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그림 41 
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그림 42 NaCl을 사용한 SiO2 기판에 성장 With (a), W/O (b), Raman (C) 
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그림 43 MoS2 박막을 전사하기 위한 전사 공정
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그림 44 transfer 공정 전후 OM 이미지

그림 45 transfer 공정 전후 MoS2 Raman(a) 및 PL(b)
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그림 46 제작된 MoS2 TFT의 개략도 및 CAD 도면
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그림 47 MoS2 기반 TFT 전기적 특성 비교 W/O NaCl(a), With NaCl(b)
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그림 48 전자 이동도를 위한 Vg-Id 곡선  
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그림 49 Vds=1V일 때 Vg-Id 곡선
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그림 50 (a) 광센서의 시간에 따른 광 반응성 입력파워 50, 25 mW 
(b) 50mW를 동일하게 인가했을 때 시간에 대한 반응성
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그림 51 MoS2 기반의 시간에 따른 반응성 및 Vg-Id 곡선
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